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® Integrierte Schaltung mit einer Eingangsschaltung 

@ Integrierte Schaltung mit einer Eingangsschaltung (1, 
11, 12) zum Empfangen eines Signals uber sine Buslei- 
tung (3 # 3\ 3"), wobei die Eingangsschaltung (1, 11, 12) 
eine efnstellbare Referenzspannungsquelle (9) zum Be- 
reitstellen einer Referenzspannung {V Rwf ) und eine Ver- 
glelcherschaltung (2, 2', 2 m ) umfasst, 
wobei an einen ersten Eingang (21) der Vergleicherschal- 
tung (2, 2', 2") die Referenzspannung (VR fl f) angelegt ist 
und an einen zweiten Eingang der Vergleicherschaltung 
(22) das Signal angelegt ist r um einen Spannungspegel 
des Signals mit der Referenzspannung (V^ cf ) zu verglei- 
chen, wobei die Vergleicherschaltung (2 r 2', 2") abhangig 
von dem Vergleichsergebnis einen Signal wert zur Verfu- 
gung stellt 

wobei die Referenzspannungsquelle (9) die einstellbare 
Referenzspannung an einem Ausgang zur verfugung 
stellt, 

wobei die Referenzspannungsquelle (9) ein oder men re re 
erste Transistoren (7 r 71, 72, 73, 74) aufweist, die jeweils 
mit einem ersten Anschluss mit einem ersten Verso r- 
gungspotenzial (VDD) verbunden sind und mit einem 
zweiten Anschluss mit dem Ausgang (21) verbunden 
sind, 

wobei die Referenzspannungsquelle (9) zweite Transisto- 
ren (8, 81 r 82, 83, 84) aufweist, die jeweils mit einem er- 
sten Anschluss mit einem zweiten Verso rgungspotenzial 
(GND) verbunden sind und mit einem zweiten Anschluss 
mit dem Ausgang verbunden sind, 
wobei uber die Steueranschlusse (S3, S4) der ersten und 
der zweiten Transistoren (7, 71, 72, 73, 74, 8, 81, 82, 83, 84) 
jeweils mindestens einer der ersten Transistoren (7, 71, 
72, 73, 74) und mindestens einer der zweiten Transistoren 
(8, 81, 82, 83, 84) auf Durchlass schaltbar sind und wobei 
die Referenzspannung (V Rof ) durch eine Zusammenschal- 
tung der Durchlasswiderstande der auf Durchlass ge- 
schalteten ersten (7, 71, 72, 73, 74) und der auf Durchlass 
geschalteten zweiten Transistoren (8, 81, 82, 83, 84) ein- 
stall bar ist 

dadurch gekennzeichnet, dass 

der zwerte Eingang (22) der Vergleicherefnrlchtung (2, 2', 
2") mit einerTerminierungsschaltung (4, 4', 4") verbunden 
ist, 

wobei die Terminierungsschaltung (4, 4', 4 n ) einen ein- 
stellbaren Abschlusswiderstand fOr das Signal auf der 



Busleitung (3, 3', 3") zur Verfugung stellt 
wobei die Terminierungsschaltung (4, 4', 4") ein oder 
mehrere dritte Transistoren (5, 51, 52, 53, 54) aufweist, die 
jeweils mit einem ersten Anschluss mit einem weiteren 
ersten Versorgungspotenzial (VDD) verbunden sind und 
mit einem zweiten Anschluss mrt der Busleitung (3, 3', 3") 
verbunden sind, 

wobei die Terminierungsschaltung (4, 4', 4") vierte Transi- 
storen (6, 61, 62, 63, 64) aufweist die jeweils mit einem er- 
sten Anschluss mit einem weiteren zweiten Versorgungs- 
potenzial (GND) verbunden sind und mit einem zweiten 
Anschluss mit der Busleitung (3, 3', 3°) verbunden sind, 
wobei uber die Steueranschlusse (S1, S2) der dritten und 
der vierten Transistoren {5, 51, 52, 53, 54, 6, 61, 62, 63, 64) 
jeweils mindestens einer der dritten Transistoren (5, 51, 
52, 53, 54) und/oder einer der vierten Transistoren (6, 61, 
62, 63, 64) so auf Durchlass schaltbar sind, dass sich der 
Abschlusswiderstand aus der Zusammenschaltung des/ 
der jeweiligen Durchlasswiderstande der auf Durchlass 
geschalteten dritten Transistoren (5, 51, 52, 53, 54) und/ 
oder der auf Durchlass geschalteten vierten ... 
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Bescbreibung sind. Es sind weiterhin ein oder mehrere zweite Transistoren 

rAAAii . vorgesehen, diejeweils rait einem ersten Anschluss mitei- 

[uuuij Die Erfindung betnfft eine integrierte Schaltung nan niedrigen Versorgungsspannungspotenzial und mit ei- 

mit einer Referenzspannungsquelle fur cine Eingangsschal- nem zweiten Anschluss mit dem Referenzspannungsaus- 

^JS- , 5 gang verbunden sind. Die Steueranschlusse tier ersten und 

[0002] Inintegrierten Schaltungen sind Eingangsschaltun- der zweiten Transistoren sind jeweils so geschaltet, z. B. 

gen vorgesehen, urn Signale uber eine Busleitung zu emp- durch eine Referenzspannungssteuereinheit, urn mindestens 

fangen und dann innerhalb der integrierten Schaltung wci- einen der ersten Transistoren und mindestens einen der 

terzuverarbeiten. Urn zu erkennen, ob auf der Busleitung ge- zweiten Transistoren auf Durchlass zu schalten und die Re- 

rade ein High- oder ein low-Signal anliegt, vergleicht man 10 ferenzspannung als Zusammenschaltung der jeweiligen 

das Signal auf der Busleitung im Allgemeinen mit einer Re- Durchlasswiderstande der auf Durchlass geschalteten ersten 

ferenzspannung Vr^ die zwischen den vorbestimmten Pe- Transistoren und der auf Durchlass geschalteten zweiten 

geln des High- und des Low-Signales liegt liegt der Span- Transistoren einzustellen. 

nungspegel des empfangenen Signals unterhalb der Refe- [0010] Haufig sind Eingangsschaltungen von integrierten 

renzspannung Vr*, wird ein Low-Zustand, liegt er dariiber, is Schaltungen bidirektional ausgefilhrt, so dass neben der F5- 

I^« m ^h _Zustai } d erkannt - higkeit der Schaltung, ein Signal zu empfangen, auch die 

[0003] Ublicherweise wirtl bisher die Referenzspannung Moglichkeit vorgesehen ist, ein Signal auf die Busleitung zu 

V Ref uber einen besonderen externen Anschluss der inte- senden. Dies wild beispielsweise mit Treiberschaltiingen 

grierten Schaltung von auBen zugefuhrt. Dies hat den Nach- durchgefuhrt, die identisch zu der Referenzspannungsquelle 

teu\ dass ein weiterer Anschluss fur die integrierte Schal- 20 in der erfindungsgemaBen integrierten Schaltung aufgebaut 

tung vorgesehen sein muss und dass neben der oder den ^ sind, wobei jedoch beim Betrieb als Treiberschaltung die 

sorgungsspannungen auch die Referenzspannung extern zur Steueranschlusse der ersten und zweiten Transistoren so an- 

^fiigung gestelltsein muss. gesteuert sind, dass entweder nur das hohe Versorgungs- 

[0004] Erne weitere Alternative besteht darin, die Refe- spannungspotenzial oder das niedrige Versorgungsspan- 

renzspannung Vr^ durch einen Generator in der integrierten 25 nungspotenzial auf die Busleitung angelegt wird, urn so ein 

Schaltung zu erzeugen. Das Vorsehen eines Generators er- zu sendendes Signal von der integrierten Schaltung auf die 

fordert jedoch zusatzliche Chipflache. Busleitung zu legen. 

[0005] Urn einen unerwunschten Spannungsabfall tlber [0011] Beim Empfangen von Signalen durch die Ein- 

langere Zuleitungen zu den Eingangsschaltungen zu vermei- gangsschaltung bieibt die Treiberschaltung in der Regel un- 

den, mtissen exleme Anschliisse und/oder Spannungsgene- 30 genutzt. Die ungenutzte Treiberschaltung kann iiber die 

ratoren in Nahe der Eingangsschaltungen, d h. fur jede oder Steueranschlusse des oder der ersten Transistoren bzw. des 

fur mehrere nebeneinander liegende Eingangsschaltungen oder der zweiten Transistoren so angesteuert werden, dass 

^ i» m ihrGT Ausgangsleitung, die iiblicherweise beim Senden 

[0006] Daruber hinaus ist es vorteilhaft, die Referenz- des Signals mit der Busleitung verbunden ist, eine Spannung 

spannung V Rcf auf eine Tenninierungsspannung VTT ein- *5 anliegt, die zwischen dcm hohen Versorgungsspannungspo- 

stellen zu konnen. Die Tenninierungsspannung VTT wird tenzial und dem niedrigen Versorgungsspannungspotenzial 

durch einen Abschlusswiderstand eingestellt, der mit der liegt. Die Spannung wird durch die Durchlasswiderstande 

Eingangsschaltung verschaltet ist, so dass die Busleitung fur jeweils der eingeschalteten ersten und der eingeschalteten 

das Signal optimal abgeschlossen ist. Folglich wird das Si- zweiten Transistoren bestimmt. Die dadurch gebildete Span- 

gnal auf der Busleitung nicht an der Eingangsschaltung re- 40 nung kann beispielsweise durch eine geeignete Schaltein- 

fi^il^ 1 richtung von der Busleitung getrennt und mit dem ersten 

[0007] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Eingang der Vergleicherschaltung verbunden weiden 

Eingangsschaltung fur eine integrierte Schaltung zur Verfu- [0012] Auf diese Weise ist es moglich, den Aufwand fur 

gung zu stellen, bei der die Referenzspannung auf einfache eine integrierte Referenzspannungsquelle zu mimmieren, da 

Weise zur Verfiigung gestellt wild und bei der gleichzeitig 45 man jeweils nicht genutzte TVeiberschaltungen bei Ein- 

das Signal an der Eingangsschaltung nicht reflektiert wird. gangsschaltungen, die zum Empfangen eines Signals ge- 

[OOOKJ Diese Aufgabe wird durch die integrierte Schal- schaltet sind, als Referenzspannungsquelle fur Eingangs- 

tung nach Anspruch 1 gelost Weitere vorteilhafte Ausge- schaltungen nutzen kann. " 

staltungen der Erfindung sind in den abhangigen Ansprfl- [0013] Weiterhin konnen derartige TVeiberschaltungen 

chen angegeben. 50 auch zur Generierung eines Abschlusswiderstandes verwen- 

[0009] ErfindungsgemaB ist eine integrierte Schaltung det werden, indem mindestens einer der ersten Transistoren 

vorgesehen, die eine Eingangsschaltung zum Empfangen ei- und mindestens einer der zweiten Transistoren auf Durch- 

nes Signals iiber eine Busleitung aufweist. Die Eingangs- lass geschaltet sind und der Ausgang der Treiberschaltung 

schaltung umfasst eine einstellbare Referenzspannungs- an die Busleitung angeschlossen ist Das auf der Busleitung 

quelle zum Bereitstellen einer Referenzspannung und eine 55 angeschlossene Signal sieht dann als Abschlusswiderstand 

Vergleicherschaltung. An einen ersten Eingang der Verglei- eine Parallelschaltung der Durchlasswiderstande der ersten 

cherschaltung ist die Referenzspannung und an einen zwei- und der zweiten Transistoren. Die Durchlasswiderstande ei- 

ten Eingang der Vergleicherschaltung das Signal angelegt. ner so geschalteten Treiberschaltung besn'mmen dann je- 

Auf diese Weise wird ein Spannungspegel des Signals mit doch auch eine Tenninierungsspannung VTT, die einer mitt- 

der Referenzspannung verglichen. Die Vergleicherschaltung 60 leren Spannung entspricht, um die sich das Signal auf der 

stellt abhSngig von dem Vergleichsergebnis einen Signal- Busleitung bewegt, d. h. High-Signale weisen einen Span- 

wert des anliegenden Signals zur \ferfugung. Die Referenz- nungspegel oberhalb der Tenninierungsspannung VTT und 

spannungsquelle stellt die einstellbare Referenzspannung an Low-Signale weisen einen Spannungspegel unterhalb der 

einem Referenzspannungsausgang zur Verfiigung. Es sind Terminierungsspannung VTT auf. Es ist daher sinnvoll, die 

ein oder mehrere erste Transistoren vorgesehen, diejeweils 65 Referenzspannung Vr^ so zu wahlen, dass sie der Terminie- 

mit einem ersten Anschluss mit einem hohen Versorgungs- rungsspannung VTT entspricht ErfindungsgemaB kann das 

spannungspotenzial verbunden sind und mit einem zweiten erreicht werden, indem man eine Schaltung fiir die Refe- 

Anschluss mit dem Referenzspannungs ausgang verbunden renzspannungsqueUe vorsieht, die der Treiberschaltung 



DE 101 46 

3 

bzw. der Schaltung zum Vorsehen des Abschlusswiderstan- 
dcs entspricht. 

[0014] Es kann weiterhin vorgesehen sein, dass jeweils 
die ersten Transistoren und jeweils die zweiten Transistoren 
unteisctdedliche Durchlasswiderstande aufweisen. Dabei 5 
konnen die DurcMasswideretande so gewflhlt sein, dass sie 
bei der erfindungsgemaBen Zusammenschaltung in Form ei- 
nes Sparmungsteilers die gewilnschte Referenzspannung er- 
zeugen. Auf diese Weise kann erreicht werden, dass auch 
Referenzspannungen, die von der Mittenspannung z wise hen 10 
dem bohen Versorgungsspannungspotenzial und dem nied- 
rigen Versorgungsspannungspotenzial abweichen, erzeugt 
weiden konnen. 

[0015] Es ist vorgesehen, dass der zweite Eingang der 
Vergleichereinrichtung mit einer Terminierungs schaltung is 
verbunden ist Die Terminierungsscbaltung stellt einen ein- 
steUbaien Ab schluss widerstand fiir das Signal auf der Bus- 
leitung zur Verrugung. Sie weist einen oder mehrere dritte 
Transistoren auf, die jeweils miteinem ersten Anschluss mit 
einem bohen Versorgungsspannungspotenzial und mit ei- 20 
nem zweiten Anschluss nrit der Busleitung verbunden sind 
Die Terrninierungsschaltung weist weiterhin einen oder 
mehrere vierte TVansistoren auf, die jeweils mit einern ersten 
Anschluss mit einem niedrigen Versorgungsspannungspo- 
tenzial und mit einem zweiten Anschluss mit der Busleitung 25 
verbunden sind. Die Steueranschliisse der dritten und der 
vierten Transistoren sind jeweils so geschaltet, z. B. durch 
eine Tenriinierungssteuereinheit, um mindestens einen der 
dritten TVansistoren und/oder einen der vierten Transistoren 
so auf Durchlass zu schalten, dass sich der Ab schluss wider- 30 
stand aus dem einzelnen Durchlass widerstand oder der Zu- 
sammenschaltung der jeweiligen Durchlass widerstande der 
auf Durchlass geschalteten dritten Iransistoren und der auf 
Durchlass geschalteten vierten Iransistoren eingestellt wer- 
den kann. 35 
[0016] Auf diese Weise wild eine Tfemiinierung der Bus- 
leitung erreicht, wobei der Abschluss widerstand aus auf ge- 
eignete Weise angesteuerte Iransistoren gebildet wind. Die 
so gebildete Terrninierungsschaltung stellt eine Mittenspan- 
nung zur Verfugung, um die sich das auf der Busleitung lie- 40 
gende Signal bewegt Vorzugsweise ist dabei vorgesehen, 
dass die Referenzspannungsquelle und die Tenninierungs- 
schaltung baugleich aufgebaut sind, so dass die Anzahl und 
der Typ des oder der ersten Transistoren und des oder der 
dritten Transistoren sowie die Anzahl und der Typ des oder 45 
der zweiten Transistoren und des oder der vierten Transisto- 
ren gleich sind. Auf diese Weise kann die Referenzspan- 
nungsquelle eine Referenzspannung erzeugen, die gleicb 
derTermihierungsspannung der Terrninierungsschaltung ist 
Dazu ist vorzugsweise vorgesehen, dass die ersten TVansi- 50 
storen und die dritten Transistoren gleicherma&en uber die 
jeweiligen Steueranschliisse angesteuert weiden und dass 
die zweiten Transistoren und die vierten Transistoren glei- 
cherrnaBen iiber die jeweiligen Steueranschliisse angesteu- 
ert weiden. 55 
[0017] Durch den baugleichen Aufbau der Referenzspan- 
nungsquelle und der Terrninierungsschaltung ist es mit ein- 
fachen Mi tie In rnQglich, die Tbrminieningsspannung und 
die Referenzspannung den gleichen Spannungspegel zuzu- 
weisen, ohne dass ein aufwendiger Aufbau einer Referenz- 60 
spannungsquelle notwendig ist. 

[0018] Zusatzlich zu den dritten Transistoren und den 
vierten Transistoren konnen ein dritter Widerstand bzw. ein 
vierter Widerstand vorgesehen sein, die jeweils parallel zu 
den dritten Transistoren bzw. den vierten Transistoren ge- 65 
schaltet sind. Auf diese Weise kann der Abschlusswider- 
stand der Tertninierungsschaltung genauer eingestellt wer- 
den. 
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[0019] Vorzugsweise ist die Tbrrnimerungsschaltung und 
die Referenzspannungsquelle in der integrierten Schaltung 
benachbart angeordneL Auf diese Weise kann erreicht wer- 
den, dass die Parameter der jeweiligen ersten und dritten 
Transistoren sowie die Parameter der jeweiligen zweiten 
und vierten Transistoren nahezu identisch sind Dies hat den 
Vorteil, dass bei gleicher Beschalrung der ersten und zwei- 
ten Transistoren der Referenzspannungsquelle und der drit- 
ten und vierten Transistoren der Tenrrinierungsschaltung 
Terrninierungsspannung und Referenzspannung gleiches 
Potenzial aufweisen. 

[0020] Um auch die Referenzspannung der Referenzspan- 
nungsquelle exakt einstellen zu konnen, kann in der Refe- 
renzspannungsquelle ein erster Widerstand parallel zu den 
ersten Transistoren und/oder ein zweiter Widerstand parallel 
zu den zweiten Transistoren vorgesehen sein, um die Refe- 
renzspannung genauer einstellen zu konnen und insbeson- 
dere die Referenzspannung auf die Terrninierungsspannung 
einzustellen. 

[0021] Eine bevorzugte Ausfu^ngsform der Erfindung 
wird im Folgenden anhand der beigefugten Zeichnungen na- 
her erlautert. Es zeigen: 

[0022] Fig. 1A ein Blockschaltbild einer Eingangsschal- 
tung einer integrierten Schaltung nach dem Stand der Tfech- 
nik; | 

[0023] Fig, IB eine Ausgestaltung einer Terrninierungs- 
schaltung fur eine Eingangsschaltung nach Fig. 1A; 
[0024] Ffe. 1C eine weitere Ausgestalttmg einer Terrni- 
nierungsschaltung fur eine Eingangsschaltung nach Fig. 1 A; 
[0025] Fig. 2 eine erste Ausfuhrungsform der Erfindung; 
und 

[0026] Fig. 3 eine Anordnung von zwei erfindungsgema- 
Ben Schaltungen; und 

[0027] Fig. 4 eine zweite Ausruhrungsforrn der Erfindung. 
[0028] Fig. 1A zeigt eine bidirektionale Eingangsschal- 
tung fur eine integrierte Schaltung. Die Eingangs schaltung 1 
weist eine Vergleicherschaltung 2 auf, an dessen ersten Ein- 
gang 21 eine Referenzspannung V Ref angelegt ist An einen 
zweiten Eingang 22 der Vergleichereinrichtung 2 ist eine 
Busleitung 3, auf der ein zu empfangendes Signal ubertra- 
gen wird, angelegt Die Vergleichereinrichtung 2 weist ei- 
nen Ausgang 23 auf, an dem ein logischer Datenwertdes an 
der Busleitung 3 anliegenden Signals ausgegeben wird Der 
logische Datenwert entspricht einer iogischen "1", wenn der 
Spannungspegel des auf der Busleitung 3 anliegenden Si- 
gnals grfifler als V Ref ist und entspricht einer Iogischen "0", 
wenn der Spannungspegel auf der Busleitung 3 kleiner als 
die Referenzspannung Vr^ ist. Die Eingangsschaltung 1 
weist weiterhin eine TVeiberschaltung 4 auf, Uber die Si- 
gnale, die an einem Eingang 41 der TVeiberschaltung 4 an- 
liegen, auf die Busleitung 3 getrieben werden konnen. Dann 
ist die Vergleichereinrichtung 2 inaktiv geschaltet oder der 
logische Datenwert an Ausgang 23 wird nicht ausgewertet 
Die TVeiberschaltung 4 ist uber einen Ausgang 42 der TVei- 
berschaltung 4 mit der Busleitung 3 verbunden. 
[0029] Die Referenzspannung Vr^ fur eine Eingangs- 
schaltung 1 kann beispielsweise extern uber einen gesonder- 
ten Anschluss der integrierten Schaltung zugefuhrt werden. 
Es kann weiterhin vorgesehen sein, dass die Referenzspan- 
nung Vr^ intern durch einen chipinternen Spannungsgene- 
rator erzeugt wird. Dazu ist es vorteilhaft, dass die Referenz- 
spannung Vatf im Wesentlichen so eingestellt ist, dass sie 
der Spannungsmitte zwischen dem Pegel fur ein logisches 
T T-Signal und dem Spannungspegel flir ein logisches "0"- 
Signal auf der Busleitung 3 entspricht. 
[0030] In Fig. IB ist ein mogliches Ausfuhrungsbeispiel 
fur die TVeiberschaltung 4 gezeigt Die TVeiberschaltung 4 
weist einen ersten Transistor 5, einen p-Kanal-Transistor 
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und einen zweiten Transistor 6, einen o-Kanal-Transistor 6 gesteuert, dass sie einen Abschlusswiderstand fur die Bus- 
auf. Ein erster Anschluss des p-Xanal-Transistors 5 ist rait leitung 3 bilden und eine lerminicrungsspannung VTT zur 
eincm Versorgungsspannungspotcnzial VDD und cin zwei- Verfligung stellen. Dazu wird cin Steuereingang SI des er- 
ter Anschluss des p-Kanal-Transistors 5 ist mit der Buslei- stcn Treibertransistors 5 mit cinem crstcn Stcucrsignal und 
tung 3 und einem ersten Anschluss des n-Kanal-TYansistors 5 ein Steuereingang S2 des zweiten Irrabertransistors 6 mit 
6 verbunden. Bin zweiter Anschluss des n-Kanal-Transistars einem zweiten Steuersignal so geschaltet, dass beide Trei- 
6 ist mit einem Massepotcnzial GND verbunden. Abhangig bertransistoren 5, 6 auf Durchlass geschaltet sind, so dass 
von dem an den Steuereingangen des p-Kanal- und n-Kanal- die Durchlasswiderstande sowohl den Abschlusswiderstand 
Transistors 5, 6 angelegten Signal wird entweder das Versor- bilden als auch die Termirrierungsspannung an dem zweiten 
gungsspannungspotenzial VDD oder das Massepotenziai 10 Anschluss des ersten Transistors 5 bzw. an dem ersten An- 
GND auf die Busleitung 3 angelegt. schluss des zweiten Transistors 6 zur Vermgung stellen. Das- 

[0031] Wenn Signale uber die Busleitung 3 empfangen erste Steuersignal und das zweite Steuersignal werden von 
weiden sollen, werden die beiden TVansistoien 5, 6 auf einer Treibersteuerschaltung 13 zur Verfllgung gestellt 
Durchlass geschaltet, so dass sie die jeweiligen Durchlass- [0038] Die Treibersteuerschaltung 13 legt in einem Sen- 
widerstande der Transistoren 5, 6 einen gemeinsarnen Ab- 15 demodus der Eingangsschaltung ein in der integrierten 
schlusswiderstand bilden. Folglich werden die Signale auf Schaltung generiertes Signal S auf beide Steuereingange SI, 
der Busleitung 3 in der Eingangsschaltung nicht reflektiert S2 der ersten und zweiten Transistoren S T 6 an. Dadurch 
Somit gelangt kein reflektiertes Signal auf die Busleitung, wind jeweils nur einer der beiden Transistoren 5, 6 durchge- 
und das ursprungliche Signal wird nicht uberlagert. schaltet, so dass entweder das hone Versorgungsspannungs- 

[0032] InFig.lCisteineweitereMoglichkeitgezeigt,ei- 20 potenzial VDD oder das niedrige Versorgungsspannungspo- 
nen Abschlusswiderstand mit Wideretanden Rl, R2 anstelle tenzial GND auf die Busleitung 3 gelegt wird. Beflndet sich 
von Transistoren 5, 6 zu bilden, Auch Kombinationen aus die Eingangsschaltung 1 im Empfangsmodus, werden das 
einem Widerstand und einem Transistor sind denkbar. Ins- erste Steuersignal und das zweite Steuersignal durch die 
besondere bei hoherftequenten Signalen auf der Busleitung Treibersteuerschaltung 13 so geschaltet, dass der erste und 
3 ist es notwendig, den Abschlusswiderstand entsprechend 25 der zweite Transistor 5, 6 auf Durchlass geschaltet sind. 
anzupassen, so dass storende Signalreflexionen vermieden [0039] Es ist weiterhin eine Referenzspannungsquelle 9 
werden konnen. vorgesehen, die einen dritten Transistor 7 und einen vierten 

[0033] Der Abschlusswiderstand entspricht einer Parallel- Transistor 8 aufweist, Ein erster Anschluss des dritten Tran- 
schaltung der Durchlasswiderstande der beiden Transistoren sistors 7 ist mit dem Versorgungsspannungspotenzial VDD 
5, 6 bzw. der beiden Widerstande Rl , R2 und errechnet sich 30 und ein zweiter Anschluss des dritten Transistors 7 ist mit 
im Falle der Widerstande aus einem ersten Anschluss des vierten Transistors 8 verbunden. 

(n p \ zweiter Anschluss des vierten Transistors 8 ist mit dem 

d _ W ' ^2 ) Massepotenziai GND verbunden. Der zweite Anschluss des 

(it +J? ) dritten Transistors 7 bzw. der erste Anschluss des vierten 

' as Transistors 8 ist mit dem ersten Eingang 21 der Vergleicher- 

schaltung 2 verbunden und stellt dort eine Referenzspan- 
[0034] Der Abschlusswiderstand ist idealerweise so ge- nung Vr^ zur Verfugung, die gemaB der Zusammenschal- 
wahlt, dass er dem Wellenwiderstand der Busleitung 3 ent- tung der Durchlasswiderstande des dritten Transistors 7 und 
spricht. In diesem Fall entsteht am Abschlusswiderstand ein des vierten Transistors 8 gebildet wird. 
so genannter WeUensumpf, an dem kein Signal reflektiert 40 [0040] Die Referenzspannungsquelle 9 weist weiterhin 
wux *- eine Spannungssteuerschaltung 14 auf 7 die ein drittes Steu- 

[0035] Durch die geeignete Dimensionierung der Wider- ersignal an einen Steuereingang S3 des dritten Transistors 7 
stande Rl und R2 bzw. der Durchlasswiderstande der beiden und ein viertes Steuersignal an einem Steuereingang S4 an 
Transistoren 5, 6 aus Fig. IB stellt man die Tenmnierungs- dem vierten Transistor 8 anlegt. Die Spannungssteuerschal- 
spannung VTT ein, die von der Tferminierungsschaltung 45 tung 14 erhalt aus der integrierten Schaltung ein Signal S\ 
bzw. der TVeiberschaltung 4 generiert wird. Durch geeignete das angibt, ob sich die Eingangsschaltung 1 im Empf angs- 
Wahl der Widerstande Rl und R2 kann die gewunschte Ter- modus befindet, so dass erne Referenzspannung Vr^ er- 
niinierungsspannung VTT eingestellt werden, wobei diese zeugt werden muss. 

imAUgemeinen [0041] Die Terminierungsschaltung 4 und die Referenz- 

y v 50 spannungsquelle 9 sind in der integrierten Schaltung vor- 

v _ v , Vhlgh ~V\aw) zugsweisc nebeneinander und mit gleichen Bauelementab- 

y TT ~ v iow + ^ messungen aufgebaut, so dass die Parameter des ersten 

Transistors 5 und des dritten Transistors 7 sowie des zweiten 
Transistors 6 und des vierten Transistors 8 identisch sind. 
ist und damit im Wesentlichen in der Mitte zwischen dem 55 Damit die Temrinierungsspannung VTT und die Rererenz- 
Versorgungsspannungspotenzial VDD und dem Massepo- spannung Vr^ gleiches Potenzial haben, miissen die ersten 
tenzial GND liegt und dritten Steuersignale an den Steuereingangen SI, S3 des 

[0036] \fcrzugsweise liegt die Referenzspannung Vr^ der ersten Transistors 5 und des dritten Transistors 7 sowie die 
Empfangsschaltung im AUgemein ebenfalls genau in der zweiten und vierten Steuersignale an den Steuereingangen 
Mitte zwischen dem High- und dem Low-Pegel und ent- 60 S2, S4 des zweiten Transistors 6 und des vierten Transistors 
spricht damit in etwa der Terminierungsspannung VTT. 8 gleichsein oder ein gleiches Schaltverhalten der betreffen- 
Man kann nun in vorteilhafter Weise, fur die Generierung den Transistoren bewirken. 

der Referenzspannung VRefdieselbe Schaltung verwenden, [0042] Durch den benachbarten Aufbau der Tbrminie- 
die auch zur Erzeugung der Terminierungsspannung VTT rungsschaltung und der Referenzspannungsquelle 9 wird si- 
verwendet wird. Dies ist in einer Ausruhrungsform in der 65 chergestellt, dass die beiden Schaltungen "matchen", d. h. 
Big, 2 dargestellt. durch Prozess- und Tbmperaturgradienten verursachte Ab- 

[0037] In einem Empfangsmodus der Eingangsschaltung weichungen in TVeiberstarke, Widerstand usw. mfiglichst 
1 sind die ersten und zweiten Treibertransistoren 5, 6 so an- gering gehalten werden. Es ist ferner denkbar, dass sich die 
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SchaltuDgen in der Transistorstarke bzw. im Durcblasswi- [0047] Id Fig. 4 ist eine weitere Ausfuhrungsfomi einer 

derstand unterscheiden, z. B. konnte die TVriberstarke der bidinektionalen Eingangsschaltung mit einer Treiberschal- 

Referenzspannungsquelle kleiner sein als die der Terminie- tung 4 gezeigt, wobei die TVeiberschaltung 4 vier erste 51, 

rungsschaltung, um Leistung einzusparen, um so den Lei- 52, 53, 54 und vier zweite TVansistoren 61, 62, 63, 64 auf- 

stungsverbrauch der gesamten integrierten Schaltung zu 5 weist Die ersten Transistoren 51, 52, 53, 54 und die zweiten 

verringern. Ein hoherer Innenwiderstand der Referenzspan- Transistoren 61, 62, 63, 64 sind jeweils parallel zueinander 

nungsquelle 9 kann verwendet werden, weil die Referenz- geschaltet Die ersten Transistoren 51, 52, 53, 54 kBnnen 

spannung kein dynamisches Signal ist und somit auch kei- identische Parameter aufweisen, es kann jedoch auch rnin- 

nen schnellen Schaltvorgangen unterliegt destens einer der ersten Transistoren 51, 52, 53, 54 unter- 

[0043] Die Transistoren der Tfermimenmgsschaltung 4 10 schiedliche Parameter aufweisen. Ebenso kSnnen die zwei- 

bzw. die Transistoren der Referenzspannungsquelle 9 kon- ten Transistoren 61, 62, 63, 64 identische Parameter aufwei- 

nen optional ganz oder teilweise durch Widerstande ersetzt sen oder mindestens einer der zweiten Transistoren 61, 62, 

werden, wobei die Widerstande so gewahlt sind, dass deren 63, 64 kann einen unterschiedlichen Parameter aufweisen. 

Widerstandswert dem Wert des Durchlasswiderstandes des Die Treiberstarke der Ireiberschaltung 4 kann durch die 

jeweiligen ersetzten Transistors entsprechen. 15 Auswahl von ein em oder mehreren der ersten Transistoren 

[0044] Da Terminierungsschaltung 4 und Referenzspan- 51, 52, 53, 54 und von einem oder mehreren der zweiten 

nungsquelle 9 im WesenuTchen baugleich sind, konnen bei Transistoren 61, 62, 63, 64 bestimmt werden. 

zwei oder mehr benachbarten Eingangsschaltungen Termi- [0048] Durch die Verwendung der mehreren ersten TVan- 

nierungsschaltungen und Referenzspannungsquellen 9 ge- sistoren 51, 52, 53, 54 und der mehreren zweiten TVansisto- 

geneinander ersetzt werden. D. h M bei zwei benachbarten 20 ren 61, 62, 63, 64 kann der Terminierungswiderstand sehr 

Eingangsschaltungen, bei denen eine im Empfangsmodus exakt eingestellt weiden. Dazu wird an jedem der Steuerein- 

und eine inaktiv geschaltet ist, kann die Ireiberschaltung gauge der ersten Transistoren 51, 52, 53, 54 sowie an jedem 

bzw. die Terniinierungsschaltung der inaktiven Eingangs- der Steuereingange der zweiten Transistoren 61, 62, 63, 64 

schaltung als Referenzspannungsquelle 9 fur die sich im ein jeweiliges Steuersignal SelHighO bis SelHigh3, Sel- 

Empfangstnodus behndende Eingangsschaltung verwendet 25 LowO bis SelLow3 durch die TVeibersteuerschaltung 13 an- 

werden, Dazu wird die TVeiberschaltung 4 entsprechend an- gelegt SelHighO bis SelH5gh3 bzw. SelLowO bis SelLow3 

gesteuert und der Ausgang der Tteiberschaltung 4 durch werden so ausgewahlt, dass einer oder mehrere der ersten 

eine geeignete Steuerschaltung dem Referenzspannungsein- Transistoren 51, 52, 53, 54 und einer oder mehrere der zwei- 

gang der sich im Empfangsmodus befindenden Eingangs- ten Transistoren 61, 62, 63, 64 auf Durchlass geschaltet wer- 

schaltung angelegt 30 den, so dass die Zusammenschaltung der Durchlass wider- 

[0045] Dies ist bei spiels weise in Ffe. 3 als Blockdia- stande den jeweiligen Terminierungswiderstand^ der dem 

gramm dargestellt. In Fig. 3 sind eine erste Eingangs schal- Wellenwiderstand der Busleitung 3 entspricht, bildet. 

tung 11 und eine zweite Eingangsschaltung 12 dargestellt Ebenso kann durch geeignete Auswahl der Steuersignale 

Die erste und die zweite Eingangsschaltung 11, 12 sind im SelHigh0-SelHigh3, SelLowO-S elLo w3 die Terminie- 

Wesentlichen entsprechend der in Fig. 1 A dargestellten Ein- 35 rungsspannung VTT eingestellt werden. 

gangsschaltung aufgebaut. So weist die erste Eingangs- [0049] Um eine Referenzspannung Vr^ zu erzeugen, die 

schaltung U eine Vergleicherschaltung 2' und eine TVeiber- der Terminierungsspannung VTT entspricht, ist eine der 

schaltung 4* auf, die auf eine erste Busleitung 3' treibt Die Tteiberschaltung 4 im WesenuTchen baugleiche Referenz- 

zweite Eingangsschaltung 12 weist eine Vergleichereinrich- spannungsquelle 9 aufgebaut Die Referenzspannungsquelle 

tung 2" undeineTreiberschaltung4" auf, die auf eine zweite 40 9 kann wie zuvor in Verbindung mit Fig, 3 beschrieben, 

Busleitung 3" treibt Die TVeiberschaltung 4 r der ersten Ein- auch von einer Ireiberschaltung 4 gebildet werden, die je 

gangsschaltung 11 und die TVeiberschaltung 4" der zweiten nach Bedarf, d. h. Schaltzustand der Eingangsschaltung 

Eingangsschaltung 12 weisen jeweils zwei Steuereingange uber eine Steuerschalmng 10 mit dem Referenzspannungs- 

auf, die im Empfangsmodus der Eingangsschaltungen 11, 12 eingang 21 der Vergleicrjereinrichtung 2 verbunden wird 

so geschaltet ist, dass ein Abschlusswiderstand, wie oben 45 [0050] Die Referenzspannungsquelle 9 weist vier dritte 

beschrieben, gebildet wird. Transistoren 71, 72, 73, 74 und vier vierte Transistoren 81, 

[0046] Es ist weiterhin eine Steuerschaltung 10 vorgese- 82, S3, 84 auf, an deren Steuereingange jeweils die Steuersi- 

hen, die mit dem Ausgang der TVeiberschaltung 4' der ersten gnale SelHigh0-SelHigh3, S elLo wO-S elLo w3 einer Span- 

Eingangsschaltung 11 und dem Ausgang der TVeiberschal- nungssteuerschaltung 14 anliegen. Damit die Referenzspan- 

tung 4" der zweiten Eingangsschaltung 12 sowie mit den SO nung V Rc f und die Tbrminierungsspannung VTT identisch 

Referenzspannungseingangen der Vergleicherschaltung 2', sind, sind die ersten bzw. dritten Transistoren mit den Steu- 

2" verbunden ist. Wird eine der Eingangsschaltungen U, 12 ersignalen SelHigh0-SelHigh3 vorzugsweise in gleicher 

im Empfangsmodus betrieben und die benachbarte Ein- Weise oder derail geschaltet, dass gleiche Spannungen aus- 

gangsschaltung 11, 12 inaktiv geschaltet, so dass die ent- gegeben werden. Ebenso sind die zweiten und vierten TVan- 

sprechende TVeiberschaltung 4*, 4" nicht verwendet wind, so 55 sistoren 61, 62, 63, 64, 81, 82, 83, 84 mit den Steuersignalen 

kann die nicht verwendete TVeiberschaltung 4', 4 n durch die SelLow0-SelLow3 geschaltet 

Steuerschaltung 10 so an den Referenzspannungseingang [0051] Um die Treiberstarke bzw. den Terminierungswi- 
V^cf der Vergleicherschaltung 2\ 2" der jeweils anderenEin- derstand oder die Tbrminierungsspannung VTT exakt ein- 
gangsschaltung U, 12 angelegt werden. Auf diese Weise stellen zu konnen, sind die Transistoretariceparameter der er- 
kann auf eine zusatzliche Referenzspannungsquelle verzich- 60 sten Transistoren bzw. der entsprechenden zweiten TVansi- 
tet werden, da es beim herkSmmlichen Betrieb einer inte- storen vorzugsweise so gewahlt, dass sie sich um Faktor 2 
grierten Schaltung haufig der Fall ist, dass Eingangsschal- unterscheiden, d. h. TVansistor 54 weist gegeniiber Transi- 
tungen inaktiv sind, d. h., weder ein Signal empfangen noch stor 51 die achtfache Transistors tarke, Transistor 53 weist 
ein Signal aussenden. Die Steuerschaltung 10 kann so ge- gegenOber TVansistor 51 die vierfache Transistorstarke und 
staltet sein, dass mehr als zwei Eingangsschaltungen sich 65 Transistor 52 weist gegenOber TVansistor 51 die doppelte 
gegenseitigReferenzspannungenzurVerfugung stellen kon- Transistorstarke auf. Entsprechend ist das Verhaltnis der 
nen, die in den jeweils nicht benutzten Treiberschaltungen Transistorstarken der zweiten Transistoren 61, 62, 63, 64. 
4', 4 M erzeugt werden. Transistor 64 weist die achtfache TVansistorstarke, Transi- 
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stor 63 weist die vierfache Transistorstarke und Transistor 
62 weist die doppelte Transistorstarke wie Transistor 61 auf . 
Die dritten Transistoren 71, 72, 73, 74 und die vierten Tran- 
sistoren 81, 82, 83, 84 sind ebenfalls mit den gleichen Ver- 
haltnissen der Transistorstarkm zueinander gestaltet Wer- 
den die ersten und dritten Transistoren mit den entsprechen- 
den Steuersignalen SelHighO bis SelHigh3 in gleicher Weise 
und die zweiten und vierten Transistoren mit den Steuersi- 
gnalen SelLowO bis SeILow3 ebenfalls in gleicher Weise 
angesteuert, so liegen die Spannungspegel der Tbrminie- 
rungsspannung und der Referenzspannung Vr^ auf glei- 
chem PotenziaL SelbstverstandTich konnen sich die Transi- 
storstarken auch gemSfi anderen Faktoren unterscheiden, 
[0052] Bin \forteil einer solchen Schaltung liegt darin, 
dass Schwankungen des empfangenen Signals, die durcb 
eine Veranderung der Tenninierungsspannung VTT verur- 
sacht werden, im gleichen Moment durch eine aquivalente 
Veranderung der Referenzspannung V Re f aufgefangen wer- 
den. 

[0053] Die in der vorangehenden Beschreibung, den An- 
spriichen und den Zeichnungen offenbarten Merkmale der 
Erfindung konnen sowohl einzeln als auch in beliebiger 
Kombination fur die Verwirklichung der Erfindung in ihren 
verschiedenen Ausgestaltungen wesentlich sein. 

Bezugszeichenliste 

1 Eingangsschaltung 
2, 2', 2" Vergleicherschaltung 
3 Busleitung 

3', 3" erste, zweite Busleitung 
4, 4', 4" Tieiberschaltung 

5 erster Transistor 

6 zweiter Transistor 

7 dritter Transistor 

8 vierter Transistor 

9 Referenzspannungsquelle 

10 Steuerschaltung 

11, 12 erste, zweite Eingangsschaltung 

13 Treibersteuerschaltung 

14 Spannungs steuerschaltung 

21 erster Eingang der Vergleicherschaltung 2 

22 zweiter Eingang der Vergleicherschaltung 

23 Ausgang der Vergleicherschaltung 

41 Eingang der Treiberschaltung 

42 Ausgang der TVeiberschaltung 
51-54 erste Transistoren 
61-64 zweite Transistoren 
71-74 dritte Transistoren 
81-84 vierte Transistoren 
VDD Versorgungsspannungspotenzial 
GND Massepotenzial 
VRrf Referenzspannung 
VTT Tenninierungsspannung 
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15 



20 



25 



30 
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50 
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Patentanspriiche 

I. Integrierte Schaltung mit einer Eingangsschaltung 
(1, 11, 12) zurn Empfangen eines Signals iiber eine 
Busleitung (3, 3', 3"), wobei die Eingangsschaltung (1, 

II, 12) eine einstelibare Referenzspannungsquelle (9) 
zum Bereitstellen einer Referenzspannung (Vr^) und 
eine Vergleicherschaltung (2, 2\ 2") umfasst, 

wobei an einen ersten Eingang (21) der Vergleicher- 
schaltung (2, 2', 2") die Referenzspannung (Vr^) ange- 
legt ist und an einen zweiten Eingang der \fergleicher- 
schaltung (22) das Signal angelegt ist, um einen Span- 
nungspegel des Signals mit der Referenzspannung 



60 



65 



(VRrf) zu vergleichen, wobei die Vergleicherschaltung 
(2, 2\ 2") abhangig von dem Vergleichsergebnis einen 
Signalwert zur Verfllgung stellt, 
wobei die Referenzspannungsquelle (9) die einsteli- 
bare Referenzspannung an einem Ausgang zur Verfu- 
gung stellt, 

wobei die Referenzspannungsquelle (9) ein oder meh- 
rcre erste Transistoren (7, 71, 72, 73, 74) aufweist, die 
jeweils mit einern ersten Anschluss mit einem ersten 
Versorgungspotenzial (VDD) verbunden sind und mit 
einem zweiten Anschluss mit dem Ausgang (21) ver- 
bunden sind, 

wobei die Referenzspannungsquelle (9) zweite Transi- 
storen (8, 81, 82, 83, 84) aufweist, die jeweils mit ei- 
nem ersten Anschluss mit einem zweiten Versorgungs- 
potenzial (GND) verbunden sind und mit einem zwei- 
ten Anschluss mit dem Ausgang verbunden sind, 
wobei iiber die Steueranschliisse (S3, S4) der ersten 
und der zweiten Transistoren (7, 71, 72, 73, 74, 8, 81, 
82, 83, 84) jeweils mindestens einer der ersten Transi- 
storen (7, 71, 72, 73, 74) und mindestens einer der 
zweiten Transistoren (8, 81, 82, 83, 84) aiif Durchlass 
schaltbar sind und wobei die Referenzspannung (V Re f) 
durch eine Zusammenschaltung der Durchlass wider- 
stande der auf Durchlass geschalteten ersten (7, 71, 72, 
73, 74) und der auf Durchlass geschalteten zweiten 
Transistoren (8, 81, 82, 83, 84) einstellbar ist, 
dadurch gekennzeichnet, dass 
der zweite Eingang (22) der Vergleichereinrichtung (2, 
2', 2") mit einer Teiminierungsschaltung (4, 4', 4") ver- 
bunden ist, 

wobei die Termimerungsschaltung (4, 4', 4") einen ein- 
stellbaren Abschlusswiderstand fur das Signal auf der 
Busleitung (3, 3', 3") zur Verfugung stellt, 
wobei die Termimerungsschaltung (4, 4 T , 4") ein oder 
mehrere dritte Transistoren (5, 51, 52, 53, 54) aufweist, 
die jeweils mit einem ersten Anschluss mit einem wei- 
teren ersten Versorgungspotenzial (VDD) verbunden 
sind und mit einem zweiten Anschluss mit der Buslei- 
tung (3, 3 P , 3") verbunden sind, 
wobei die Terminierungsschaltung (4, 4 r , 4") vierte 
Transistoren (6, 61, 62, 63, 64) aufweist, die jeweils 
mit einem ersten Anschluss mit einem weiteren zwei- 
ten Versorgungspotenzial (GND) verbunden sind und 
mit einem zweiten Anschluss mit der Busleitung (3, 3\ 
3") verbunden sind, 

wobei iiber die Steueranschliisse (SI, S2) der dritten 
und der vierten Transistoren (5, 51, 52, 53, 54, 6, 61, 
62, 63, 64) jeweils mindestens einer der dritten Transi- 
storen (5, 51, 52, 53, 54) und/oder einer der vierten 
Transistoren (6, 61, 62, 63, 64) so auf Durchlass schalt- 
bar sind, dass sich der Abschlusswiderstand aus der 
Zusammenschaltung des/der jeweiligen Durchlasswi- 
derstande der auf Durchlass geschalteten dritten Tran- 
sistoren (5, 51, 52, 53, 54) und/oder der auf Durchlass 
geschalteten vierten Transistoren (6, 61, 62, 63, 64) 
einstellbar ist. 

2. Integrierte Schaltung nach Anspruch 1, wobei je- 
weils die ersten Transistoren (7, 71, 72, 73, 74) und die 
zweiten Transistoren (8, 81, 82, 83, 84) unterschiedli- 
che Durchlasswiderstande aufweisen. 

3. Integrierte Schaltung nach Anspruch 1 oder 2, wo- 
bei jeweils die Referenzspannung (V Re f) etwa in der 
Mitte zwischen dem ersten Versorgungspotenzial 
(VDD) und dem zweiten Versorgungspotenzial (GND) 
liegt 

4. Integrierte Schaltung nach einem der Anspriiche 1 
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass jeweils die dritten 
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Transistoren (5, 51, 52, 53, 54) und die vierten TYansi- 
storen (6, 61, 62, 63, 64) unterschiedliche Dmchla&swi- 
derst&nde aufweisen. 

5. Integrierte Schaltung nach einem der Anspruche 1 
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Referenzspan- 5 
nungsquelle (9) und die Tenninierungsschaltung (4, 4', 
4") baugleich aufgebaut sind, so dass die Anzahl und 
der Typ des oder der ersten Transistoren (7, 71, 72, 73, 
74) und des oder der dritten Transistoren (5, 51, 52, 53, 
54) sowie die Anzahl und der Typ des oder der zweiten 10 
Transistoren (8, 81, 82, 83, 84) und des oder der vierten 
Transistoren (6, 61, 62, 63, 64) gleich sind. 

6. Integrierte Schaltung nach Anspruch 5, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die ersten Transistoren (7, 71, 72, 
73, 74) und die dritten Transistoren (5, 51, 52, 53, 54) is 
gleichermaBen fiber die jeweiligen Steueranschlusse 
angesteuert werden, und dass die zweiten Transistoren 
und die vierten Transistoren glekhennaBen uber die je- 
weiligen Steueranschlusse angesteuert werden, so dass 
die Referenzspannung Vr^ im Wesentlichen der Ter- 20 
minierungsspannung entspricht 

7. Integrierte Schaltung nach einem der Anspruche 1 
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass ein dritter Wider- 
stand vorgesehen ist, der zwischen dem ersten Versor- 
gungspotenzial (VDD) und der Busleitung (3, 3\ 3") 25 
angeschbssen ist, und/oder ein vierter TOderstand vor- 
gesehen ist, der zwischen dem zweiten Versorgungspo- 
tenzial (GND) und der Busleitung (3, 3', 3 M ) ange- 
schlossen ist 

8. Integrierte Schaltung nach einem der Anspruche 1 30 
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Terminierungs- 
schaltung (4, 4 r , 4") und die Referenzspannungsquelie 
(9) in der integrierten Schaltung benachbart angeordnet 
sind, so dass die Parameter der jeweiligen ersten (7, 71, 
72, 73, 74) und dritten TYansistoren (8, 81, 82, 83, 84) 3S 
sowie die Parameter der jeweiligen zweiten (5, 51, 52, 
53, 54) und vierten Transistoren (6, 61, 62, 63, 64) 
identisch sind, 

9. Integrierte Schaltung nach einem der AnsprQche 1 
bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Tenninierungs- 40 
schaltung (9) und die Referenzspannungsquelie in der 
integrierten Schaltung benachbart angeordnet sind, so 
dass das GroBenverhalmis zwischen jeweils einem der 
ersten (7, 71, 72, 73, 74) und dritten TYansistoren (5, 
51, 52, 53, 54) sowie das GroBenverhaltms zwischen 45 
jeweils einem der zweiten (8, 81, 82, 83, 84) und vier- 
ten TVansistoien (7, 71, 72, 73, 74) identisch sind. 

10. Integrierte Schaltung nach einem der Anspruche 1 
bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass ein erster Wider- 
stand vorgesehen ist, der zwischen dem hohen Versor- SO 
gungspotenzial (VDD) und dem Ausgang angeschlos- 
sen ist, und/oder ein zweiter Widerstand vorgesehen 
ist, der zwischen dem niedrigen \fersorgungspotenzial 
(GND) und dem Ausgang angeschlossen ist 
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